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１．概要（Summary） 

本研究の目的は，スピン偏極率が 100%であることが理論

的に指摘されている Co 基ホイスラー合金を用い，高い磁

気抵抗(MR)比を有する GMR 素子を開発することである。

具体的には，Co 基ホイスラー合金として Co2Fe(Ga,Ge) 

(CFGG)を用いた GMR 素子を作製し，MR 特性に対す

る CFGG の Ge 組成の影響を評価した。その結果， 

Ge-rich となる領域で最大の MR 比が得られ，特に NiAl

極薄層を持つ素子において，最大55.6%のMR比が得ら

れた。  

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム露光装置(ELS-7000HM) 

反応性イオンエッチング装置(RIE-10NRV) 

ダイシングソー (DAD322) 

【実験方法】 

Ge 組 成 α を 系 統 的 に 変 化 さ せ た ，

Co2Fe1.03Ga0.41Geα (10 nm)/Ag spacer (5 nm)/ 

Co2Fe1.03Ga0.41Geα (8 nm) 構造を有する電流面直型

(CPP)-GMR 素子を作製した。また，MR 比の向上を

図るため，Ag spacer と上下 CFGG 電極間に厚さ 0.21 

nm の NiAl 極薄層を挿入した素子も作製した[1]。上

記の層構造に対して，電子ビーム露光装置および反応

性イオンエッチング装置を用い，接合面積が 70 × 120 

nm2 ～ 400 × 640 nm2の GMR 素子に加工し，そ

の MR 特性を評価した。  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に作製した CPP-GMR 素子の室温における

MR 比の Ge 組成依存性を示す。 Ge-rich CFGG とな

る領域である α = 1.06 において，NiAl 極薄層の有無

に関わらず MR 比が最大となり，特に NiAl 極薄層を

持つ素子において，最大 55.6%の MR 比が得られた。

これは，Ge rich 組成による Co アンチサイトの抑制

等が原因と考えられる。以上の結果より，Ge-rich 

CFGG の CPP-GMR 素子における有用性を実証した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. MR ratio at 290 K for CFGG/NiAl/ 
Ag/NiAl/CFGG CPP-GMR devices as a function of Ge 
composition α in Co2Fe1.03Ga0.41Geα electrode with NiAl 
thickness of 0 and 0.21 nm. 
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